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(54) Photothermoplastic optical information recording medium

(57) Abstract:
1
The invention relates to information media,

in particular to a photothermoplastic medium
for recording of optical information, holograms
and interferograms in real time.

The photothermoplastic optical information
recording medium comprises a transparent
substrate (1), on which are consecutively
deposited a conductive layer (2), a photo-

sensitive layer based on chalcogenide glass-
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like semiconductors As-Se-S (3) and a

thermoplastic layer based on polyepoxy-
propylcarbazole (4) with a thickness of
0.15...0.20 um and with an unevenness of
surface relief of 30...35 nm.
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Descriere:

Inventia se referd la purtatorii de informatie, in particular la un purtitor foto-
termoplastic pentru inregistrarea informatiei optice, a hologramelor si interferogramelor
in timp real.

Este cunoscut un purtdtor pentru inregistrarea informatiei optice, care consta dintr-
un strat transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor, un strat dielectric
pe baza de BaF; si un strat fotosensibil pe baza de poliepoxipropilcarbazol sensibilizat
cu 9,14-octilocolbenziliden-2,4,5,7-tetranitrofluoren cu grosimea de 0,6 um [1].

Dezavantajul acestui purtitor constd in aceea cd puterea de rezolutie a lui nu
depiseste 2000 mm™, ceea ce limiteazi utilizarea acestuia pentru inregistrarea
hologramelor si interferogramelor la frecvente spatiale ridicate de inregistrare.

Cea mai apropiatd solutie este un purtator pentru inregistrarea informatiei optice,
care constd dintr-un strat transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor
de SnO,, un strat dielectric de BaF,, un strat fotosensibil pe baza de semiconductori
calcogenici sticlosi As-Se-S si un strat termoplastic pe baza de poliepoxipropilcarbazol
cu grosimea de 0,25 um [2].

Dezavantajul acestui purtitor constd in aceea cd puterea de rezolutie a lui nu
depiseste 3000 mm™, ceea ce limiteazi utilizarea acestuia pentru inregistrarea
hologramelor si interferogramelor la frecvente spatiale ridicate de inregistrare.

Problema pe care o rezolvd inventia constd in obtinerea unui purtator
fototermoplastic pe baza de semiconductori calcogenici sticlosi As-Se-S cu o putere de
rezolutie nu mai mica de 4000 mm™.

Purtatorul, conform inventiei, inlatura dezavantajele mentionate mai sus prin aceea
ca include un substrat transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor, un
strat fotosensibil pe baza de semiconductori calcogenici sticlosi As-Se-S si un strat
termoplastic pe baza de poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,15...0,20 pm si cu o
neomogenitate a reliefului superficial de 30...35 nm.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in obtinerea pe suprafata semiconductorului
sensibil a unui strat termoplastic cu grosimea de 0,15 um cu neomogenitatea reliefului
superficial nu mai mare de 35 nm, care permite obtinerea unei puteri de rezolutie de cca
4000 mm™,

Rezultatul tehnic este obtinut datorita faptului cé la depunerea stratului termoplastic
neomogenitatea suprafetei nu este mai mare de 35 nm.

Inventia se explica prin desenele din fig.1-3, care reprezinta:

- fig. 1, schema functionala a purtatorului propus;

- fig. 2, imaginea suprafetei stratului termoplastic cu neomogenitatea reliefului
superficial nu mai mare de 35 nm;

- fig. 3, imaginea retelei de difractie cu frecventa spatiala de 4000 mm™.

Purtatorul include un substrat transparent 1, pe care sunt depuse consecutiv un strat
conductor 2, un strat fotosensibil pe baza de semiconductori calcogenici sticlogi As-Se-
S 3 si un strat termoplastic pe baza de poliepoxipropilcarbazol 4 cu grosimea de
0,15...0,20 pum si cu o neomogenitate a reliefului superficial de 30...35 nm.

Exemplu de realizare a inventiei

Purtatorul fototermoplastic este executat din substratul de lavsan 1, electrodul
conductor 2 pe baza de Cr, stratul fotosensibil 3 pe bazad de semiconductori calcogenici
sticlosi As-Se-S cu grosimea de 1,2 pum si stratul termoplastic 4 pe baza de
poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,15 pum si cu neomogenitatea reliefului
superficial nu mai mare de 35 nm.

Imaginile suprafetei stratului termoplastic si a retelei de difractie (din fig. 2 si 3)
sunt obtinute la microscopul atomic AFM.
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(57) Revendicari:

Purtator fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice, care include un
substrat transparent (1), pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor (2), un strat
fotosensibil pe bazd de semiconductori calcogenici sticlogi As-Se-S (3) si un strat
termoplastic pe baza de poliepoxipropilcarbazol (4), caracterizat prin aceea ci grosimea
stratului termoplastic (4) este de 0,15...0,20 um cu o neomogenitate a reliefului
superficial de 30...35 nm.
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